Принцип роботи інжекційно-пролітного діода
Напівпровідниковий діод, що працює в режимі інжекції носіїв заряду вділянку запірного шару й призначений для генерації надвисокочастотнихколивань
Обычно ИПД представляет собой кремниевую структуру типа р-л-р, Ме-п-р или Ме-п-Ме с двумя включёнными навстречу друг другу ПП переходами. В рабочем режиме области пространств, заряда ПП переходов смыкаются. Возникновение отрицат. сопротивления в ИПД связано с временным запаздыванием осн. процессов (конечным временем инжекции носителей заряда и их пролёта через область дрейфа), приводящим к сдвигу фаз между током и напряжением на выводах прибора.

[bookmark: _GoBack][image: ]Інжекційно-пролідний діод належать до сімейства пролітних НВЧ діодів. В основі його роботи лежать два механізми: 1) термоемісія (інжекція) і дифузія неосновних носіїв через прямо зміщений бар’єр і 2) проліт носіїв через область дрейфу, що приводить до запізнення фази на кут прольоту 3/2). Зазвичай ІПД малопотужні і мають низькі ККД, однак відношення сигнал/шум краще, ніж у інших діодів. ІПД використовуються найчастіше в якості гетеродинів в НВЧ приймачах.
Інжекційно-пролятний діод являє собою два випрямляючі контакти зі спільною базою, яка в робочих умовах повністю збіднена носіями. Розглянемо протікання струму в такому діоді. Спочатку розглянемо протікання електричного струму в симетричній структурі метал-напівпровідник-метал (МНМ) з однорідно легованим шаром напівпровідника n-типу.
[image: ][image: ]Обернено зміщений діод (менша позитивна напруга прикладена до контакту 1, причому контакт1 зміщений, таким чином, в прямому напрямку, а контакт 2 – в оберненому. Ширина збіднених областей визначається наступними рівняннями: 
де W1 і W2 - ширина збіднених областей прямо- і обернено зміщених бар’єрів відповідно, ND - концентрація іонізованої домішки і Vbi - контактна різниця потенціалів.

До малюнку:
Структура метал-напівпровідник-метал (МНМ –структура). 
а- МНМ-структура з однорідно легованим напівпровідником   n- типу; б- розподіл просторового заряду при малих зміщеннях діода; в- розподіл поля; г- енергетична діаграма.

При цих умовах повний струм дорівнює сумі оберненого струму насичення діода Шотткі з висотою бар’єра Bn, генераційно-рекомбінаційного струму і струму поверхневих витоків.
	По мірі збільшення напруги врешті-решт відбудеться змикання збідненої області контакту, який зміщений в оберненому напрямку, зі збідненою областю прямо зміщеного контакту. 
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